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(57) Abstract: An optoelectronic component
comprises a substrate and an optoelectronic
semiconductor chip arranged on an upper face
of the substrate. The substrate comprises a first
lead frame portion embedded in a moldable
material. An upper face of the first lead frame
portion is flush with the moldable material on
the wupper tface of the substrate. The
optoelectronic semiconductor chip is partly

=201 arranged on the upper face of the first lead
frame portion and partly on the moldable

200,230 material.
(57) Zusammenfassung: Ein

optoelektronisches Bauelement umtasst einen
Trager und einen auf einer Oberseite des
Tragers angeordneten  optoelektronischen
Halbleiterchip. Der Trager weist einen in ein
Formmaterial eingebetteten ersten
Leiterrahmenabschnitt auf. Fine Oberseite des
ersten Leiterrahmenabschnitts schlieit an der
Oberseite des Trdgers biindig mit dem
Formmaterial ab. Der optoelektronische
Halbleiterchip ist teilweise auf der Oberseite
des ersten Leiterrahmenabschnitts und
teilweise auf dem Formmaterial angeordnet.
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OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT

BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches

Bauelement gemdl Patentanspruch 1.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2015 109 877.6, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Es ist bekannt, optoelektronische Bauelemente, beispielsweise
Leuchtdioden-Bauelemente, mit Gehdusen auszubilden, die einen
Trager umfassen, der in ein Formmaterial eingebettete Leiter-
rahmenabschnitte aufweist. Bei diesen optoelektronischen Bau-
elementen wird ein optoelektronischer Halbleiterchip auf ei-

nem der metallisierten Leiterrahmenabschnitte des Trédgers an-

geordnet.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
optoelektronisches Bauelement bereitzustellen. Diese Aufgabe
wird durch ein optoelektronisches Bauelement mit den Merkma-

len des Anspruchs 1 gelést.

Ein optoelektronisches Bauelement umfasst einen Trager und
einen auf einer Oberseite des Tragers angeordneten optoelekt-
ronischen Halbleiterchip. Der Trager weist einen in ein Form-
material eingebetteten ersten Leiterrahmenabschnitt auf. Eine
Oberseite des ersten Leiterrahmenabschnitts schlielt an einer
Oberseite des Tragers bindig mit dem Formmaterial ab. Der
optoelektronische Halbleiterchip ist teilweise auf der Ober-
seite des ersten Leiterrahmenabschnitts und teilweise auf dem

Formmaterial angeordnet.

Dadurch, dass der optoelektronische Halbleiterchip bei diesem
optoelektronischen Bauelement teilweise auf dem Formmaterial
des Tragers angeordnet ist, wird es ermdglicht, den Trager
des optoelektronischen Bauelements mit sehr geringen latera-
len Abmessungen auszubilden. Dies ermdglicht eine kostengiins-

tige Herstellung des optoelektronischen Bauelements. Durch
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die geringen lateralen Abmessungen des Tragers des optoelekt-
ronischen Bauelements kann das optoelektronische Bauelement
vorteilhafterweise auch in Anwendungsfeldern mit begrenzt zur

Verfigung stehendem Bauraum eingesetzt werden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist eine der Oberseite des Tragers zugewandte Rilickseite des
optoelektronischen Halbleiterchips elektrisch isolierend.
Vorteilhafterweise wird dadurch ein elektrischer Kurzschluss
zwischen dem optoelektronischen Halbleiterchip und dem ersten
Leiterrahmenabschnitt des Tragers des optoelektronischen Bau-

elements verhindert.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der optoelektronische Halbleiterchip als Saphirchip oder
als Dinnfilmchip ausgebildet.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der optoelektronische Halbleiterchip ltber einen Ronddraht
elektrisch leitend mit dem ersten Leiterrahmenabschnitt ver-
bunden. Vorteilhafterweise wird bei dem optoelektronischen
Bauelement dadurch eine elektrische Kontaktierung des opto-
elektronischen Halbleiterchips iiber den ersten Leiterrahmen-
abschnitt des Tragers des optoelektronischen Bauelements er-

moéglicht.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Trager einen in das Formmaterial eingebetteten
zweiten Leiterrahmenabschnitt auf. Dabei ist der optoelektro-
nische Halbleiterchip iUber einen Bonddraht elektrisch leitend
mit dem zweiten Leiterrahmenabschnitt verbunden. Vorteilhaf-
terweise wird dadurch eine elektrische Kontaktierung des
optoelektronischen Halbleiterchips lUber den zweiten Leiter-
rahmenabschnitt des Tradgers des optoelektronischen Bauele-

ments ermdglicht.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der optoelektronische Halbleiterchip mit einem Kleber an
der Oberseite des Trédgers befestigt. Vorteilhafterweise er-

moglicht dies eine einfache, kostenglinstige und mechanisch
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robuste Befestigung des optoelektronischen Halbleiterchips an

der Oberseite des Tréadgers des optoelektronischen Bauelements.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Kleber ein Silikon und/oder ein Epoxid auf. Vor-
teilhafterweise ist der Kleber dadurch kostenglinstig erhalt-
lich, einfach anwendbar und weist glinstige mechanische Eigen-

schaften auf.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist der Kleber einen eingebetteten Fillstoff auf. Vorteil-
hafterweise kann der Kleber dadurch eine besonders hohe ther-
mische Leitfdhigkeit aufweisen, wodurch eine wirksame Abfuhr
von im Betrieb des optoelektronischen Bauelements in dem
optoelektronischen Halbleiterchip anfallender Abwarme ermdg-
licht wird.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
welst das Formmaterial ein Silikon und/oder ein Epoxid auf.
Vorteilhafterweise ist das Formmaterial dadurch kostenginstig
erhdltlich, lasst sich einfach und kostenglinstig verarbeiten

und weist ginstige mechanische Eigenschaften auf.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist das Formmaterial einen eingebetteten Fillstoff auf.
Vorteilhafterweise kann das Formmaterial dadurch eine beson-
ders hohe thermische Leitfahigkeit aufweisen, wodurch eine
besonders wirksame Abfuhr von im Betrieb des optoelektroni-
schen Bauelements in dem optoelektronischen Halbleiterchip
anfallende Abwarme iUber den Trager des optoelektronischen

Bauelements erméglicht wird.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist dieses einen weiteren optoelektronischen Halbleiterchip
auf, der auf der Oberseite des Tragers angeordnet ist. Vor-
teilhafterweise kann das optoelektronische Bauelement dadurch
eine besonders hohe Leistung aufweisen. Durch die gemeinsame
Anordnung des optoelektronischen Halbleiterchips und des Wei-

teren optoelektronischen Halbleiterchips auf der Oberseite
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des Tragers weist das optoelektronische Bauelement dabei be-

sonders kompakte duBere Abmessungen auf.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist der erste Leiterrahmenabschnitt an einer der QOberseite
des Tragers gegenliberliegenden Unterseite des Tragers zugang-
lich. Dabei kann der an der Unterseite des Tragers zugangli-
che Teil des ersten Leiterrahmenabschnitts zur elektrischen
Kontaktierung des optoelektronischen Bauelements dienen. Das
optoelektronische Bauelement kann sich dadurch beispielsweise
flir eine Oberflachenmontage eignen, insbesondere beispiels-
weise fiir eine Oberflachenmontage mittels Wiederaufschmelzl16-
ten (Reflow-Loten).

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 eine Aufsicht auf einen Trager eines optoelektroni-

schen Bauelements;

Fig. 2 eine geschnittene Seitenansicht des Tragers;

Fig. 3 eine Aufsicht auf ein den Tradger umfassendes opto-

elektronisches Bauelement; und

Fig. 4 eine geschnittene Seitenansicht des optoelektronischen

Bauelements.

Fig. 1 zeigt eine schematische Aufsicht auf eine Oberseite
101 eines Tragers 100, der zur Herstellung eines optoelektro-
nischen Bauelements vorgesehen ist. Fig. 2 zeigt eine schema-

tische geschnittene Seitenansicht des Tragers 100.

Der Trédger 100 weist im in Figuren 1 und 2 dargestellten Bei-

spiel einen ersten Leiterrahmenabschnitt 210, einen zweiten
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Leiterrahmenabschnitt 220 und einen dritten Leiterrahmenab-
schnitt 230 auf. Der erste Leiterrahmenabschnitt 210, der
zwelte Leiterrahmenabschnitt 220 und der dritte Leiterrahmen-
abschnitt 230 werden durch Abschnitte eines gemeinsamen Lei-
terrahmens 200 gebildet und sind durch im Leiterrahmen 200
ausgebildete Durchbriiche kérperlich voneinander getrennt und
elektrisch gegeneinander isoliert. Es ist mdglich, den Trager
100 mit weniger oder mit mehr als drei Leiterrahmenabschnit-
ten 210, 220, 230 auszubilden.

Der Leiterrahmen 200 ist als dinnes Blech mit einer QOberseite
201 und einer der Oberseite 201 gegeniiberliegenden Unterseite
202 ausgebildet. Die die Leiterrahmenabschnitte 210, 220, 230
voneinander trennenden Durchbriiche erstrecken sich zwischen
der Oberseite 201 und der Unterseite 202 durch den Leiterrah-
men 200. Zusdtzlich kann der Leiterrahmen 200 an seiner Ober-
seite 201 und/oder an seiner Unterseite 202 Aussparungen oder
Vertiefungen aufweisen, durch die die Dicke des Leiterrahmens
200 iber seine laterale Ausdehnung hinweg variiert. Die
Durchbriiche und Vertiefungen des Leiterrahmens 200 kdénnen
beispielsweise mittels eines Atzprozesses angelegt worden

sein.

Der Leiterrahmen 200 weist ein elektrisch leitendes Material
auf, beispielsweise ein Metall. Der Leiterrahmen 200 kann an
seiner Oberseite 201 und/oder an seiner Unterseite 202 metal-
lische Beschichtungen aufweisen, die dazu vorgesehen sind,
ein optisches Reflexionsvermdgen des Leiterrahmens 200 zu er-
hohen, eine Kontaktierbarkeit des Leiterrahmens 200 mittels
eines Bonddrahts zu verbessern oder eine Kontaktierbarkeit
des Leiterrahmens 200 mittels eines Lotverfahrens zu verbes-

sern.

Die Leiterrahmenabschnitte 210, 220, 230 des Leiterrahmens
200 sind in einen Formkorper 300 eingebettet. Gemeinsam bil-
den der Formkorper 300 und die in den Formkdérper 300 einge-
betteten Leiterrahmenabschnitte 210, 220, 230 den Trager 100.

Der Formkoérper 300 weist ein Formmaterial 310 auf. Das Form-

material 310 kann beispielsweise ein Silikon und/oder ein
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FEpoxid aufweisen. Das Formmaterial 310 kann auch einen einge-
betteten Fullstoff aufweisen, der dazu vorgesehen ist, die

Warmeleitfahigkeit des Formkorpers 300 zu erhdhen.

Der Formkorper 300 ist durch Umformen der Leiterrahmenab-

schnitte 210, 220, 230 des Leiterrahmens 200 mit dem Formma-
terial 310 ausgebildet worden. Beigpielsweise kann der Form-
koérper 300 durch Spritzpressen (Transfer Molding) oder durch

SpritzgieBen (Injection Molding) hergestellt worden sein.

Die Oberseite 201 der Leiterrahmenabschnitte 210, 220, 230
des Leiterrahmens 200 ist zumindest teilweise nicht durch das
Formmaterial 310 des Formkoérpers 300 bedeckt, sondern
schlieRt bindig mit einer Oberseite 301 des Formkodrpers 300
ab. Gemeinsam bilden die Oberseite 301 des Formkdrpers 300
und die Oberseite 201 der Leiterrahmenabschnitte 210, 220,
230 des Leiterrahmens 200 die Oberseite 101 des Tragers 100.
Auch die Unterseite 202 der Leiterrahmenabschnitte 210, 220,
230 des Leiterrahmens 200 ist zumindest teilweise nicht durch
das Formmaterial 310 des Formkdrpers 300 bedeckt, sondern
schlieRt bindig mit einer Unterseite 302 des Formkdrpers 300
ab. Gemeinsam bilden die Unterseite 202 der Leiterrahmenab-
schnitte 210, 220, 230 des Leiterrahmens 200 und die Unter-
seite 302 des Formkodrpers 300 eine Unterseite 102 des Tragers
100.

Der Trager 100 kann gemeinsam mit einer Vielzahl weiterer
gleichartiger Trager 100 in einem Tragerverbund hergestellt
werden. In diesem Fall umfasst der Leiterrahmen 200 neben dem
ersten Leiterrahmenabschnitt 210, dem zweiten Leiterrahmenab-
schnitt 220 und dem dritten Leiterrahmenabschnitt 230 eine
Vielzahl gleichartiger weiterer Leiterrahmenabschnitte 210,
220, 230. Der erste Leiterrahmenabschnitt 210, der zweite
Leiterrahmenabschnitt 220 und der dritte Leiterrahmenab-
schnitt 230 koénnen in diesem Fall iUber die weiteren Leiter-
rahmenabschnitte 210, 220, 230 des Leiterrahmens 200 kdrper-
lich miteinander verbunden sein. Der ausgedehnte Leiterrahmen
200 wird in seiner Gesamtheit in das Formmaterial 310 einge-
bettet, um hierdurch den Tréadgerverbund zu bilden. In einem

spateren Bearbeitungsschritt wird der Tragerverbund, bei-
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spielsweise mittels eines Sageprozesses, in die einzelnen
Trager 100 zerteilt, wodurch der erste Leiterrahmenabschnitt
210, der zweite Leiterrahmenabschnitt 220 und der dritte Lei-
terrahmenabschnitt 230 kdrperlich voneinander getrennt wer-

den.

Fig. 3 zeigt eine schematische Aufsicht auf ein optoelektro-
nisches Bauelement 10. Fig. 4 zeigt eine schematische ge-

schnittene Seitenansicht des optoelektronischen Bauelements
10. Das optoelektronische Bauelement 10 kann beispielsweise

ein Leuchtdioden-Bauelement (LED-Bauelement) sein.

Das optoelektronische Bauelement 10 umfasst den in Figuren 1
und 2 gezeigten Trager 100 sowie einen optoelektronischen
Halbleiterchip 400. Der optoelektronische Halbleiterchip 400
ist auf der Oberseite 101 des Tradgers 100 angeordnet. Falls
der Trager 100 gemeinsam mit einer Vielzahl weiterer Trager
100 in einem Tragerverbund hergestellt worden ist, so ist der
optoelektronische Halbleiterchip 400 bevorzugt bereits vor
dem Zerteilen des Tragerverbunds auf der Oberseite 101 des

Tragers 100 angeordnet worden.

Der optoelektronische Halbleiterchip 400 weist eine Vorder-
seite 401 und eine der Vorderseite 401 gegeniberliegende
Rickseite 402 auf. Der optoelektronische Halbleiterchip 400
kann beispielsweise ein Leuchtdiodenchip (LED-Chip) sein. In
diesem Fall kann die Vorderseite 401 des optoelektronischen
Halbleiterchips 400 eine Strahlungsemissionsfldche des opto-
elektronischen Halbleiterchips 400 bilden. Die Riickseite 402
des optoelektronischen Halbleiterchips 400 ist elektrisch
isolierend. Der optoelektronische Halbleiterchip 400 kann
beispielsweise als Saphirchip oder als Dinnfilmchip ausgebil-

det sein.

Der optoelektronische Halbleiterchip 400 ist derart an der

Oberseite 101 des Tréadgers 100 angeordnet, dass die Rickseite
402 des optoelektronischen Halbleiterchips 400 der Oberseite
101 des Tragers 100 zugewandt ist. Dabei ist der optoelektro-
nische Halbleiterchip 400 teilweise auf der Oberseite 201 des

ersten Leiterrahmenabschnitts 200 und teilweise auf der Ober-
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seite 201 des Formkorpers 300 angeordnet. Aulerdem ist der
optoelektronische Halbleiterchip 400 in dem in Figuren 3 und
4 gezeigten BReispiel teilweise auf der QOberseite 201 des
zweiten Leiterrahmenabschnitts 220 angeordnet. Dies ist Jje-
doch nicht zwingend erforderlich. Es ware ausreichend, den
optoelektronischen Halbleiterchip 400 teilweise auf der Ober-
seite 201 des ersten Leiterrahmenabschnitts 210 und teilweise

auf der Oberseite 301 des Formkdrpers 300 anzuordnen.

Der optoelektronische Halbleiterchip 400 ist mittels eines

Klebers 500 mit der Oberseite 101 des Tragers 100 verbunden.
Der Kleber 500 kann beispielsweise ein Silikon und/oder ein
Epoxid aufweisen. Der Kleber 500 kann auch einen eingebette-
ten Fiillstoff aufweisen, der beispielsweise dazu vorgesehen
sein kann, eine Warmeleitfahigkeit des Klebers 500 zu erhodo-

hen.

Der optoelektronische Halbleiterchip 400 weist an seiner Vor-
derseite 401 eine erste elektrische Kontaktfldche 410 und ei-
ne zweite elektrische Kontaktfldche 420 auf. Die erste elekt-
rische Kontaktfldche 410 ist iiber einen ersten Bonddraht 510
elektrisch leitend mit dem ersten Leiterrahmenabschnitt 210
des Tragers 100 verbunden. Die zweite elektrische Kontaktfla-
che 420 des optoelektronischen Halbleiterchips 400 ist lber
einen zweiten Bonddraht 520 elektrisch leitend mit dem drit-
ten Leiterrahmenabschnitt 230 verbunden. Es ware aber auch
moéglich, die erste elektrische Kontaktfldche 410 und/oder die
zweite elektrische Kontaktfldche 420 des optoelektronischen
Halbleiterchips 400 mit einem anderen der Leiterrahmenab-
schnitte 210, 220, 230 zu verbinden, solange die erste elekt-
rische Kontaktfldche 410 und die zweite elektrische Kontakt-
fldche 420 mit unterschiedlichen Leiterrahmenabschnitten 210,

220, 230 des Tragers 100 verbunden werden.

An der Unterseite 102 des Tragers 100 liegen zumindest Teile
der Leiterrahmenabschnitte 210, 220, 230 des Leiterrahmens

200 frei und erméglichen dadurch eine elektrische Kontaktie-
rung des optoelektronischen Bauelements 10. Das optoelektro-
nische Bauelement 10 kann beispielsweise als SMD-Bauelement

flir eine Oberflachenmontage vorgesehen sein, insbesondere
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beispielsweise fliir eine Oberfldchenmontage durch Wiederauf-

schmelzldoten (Reflow-Loten).

Das optoelektronische Bauelement 10 kann neben dem optoelekt-
ronischen Halbleiterchip 400 mindestens einen weiteren opto-
elektronischen Halbleiterchip aufweisen, der gemeinsam mit
dem optoelektronischen Halbleiterchip 400 an der Oberseite

101 des Tragers 100 angeordnet ist.

An der Oberseite 101 des Tragers 100 des optoelektronischen
Bauelements 10 kann ein Vergussmaterial angeordnet sein. In
diesem Fall ist der optoelektronische Halbleiterchip 400 in
das Vergussmaterial eingebettet. Das Vergussmaterial kann
beispielsweise ein Silikon aufweisen. Das Vergussmaterial
kann auch eingebettete wellenladngenkonvertierende Partikel
aufweisen, die dazu vorgesehen sind, von dem optoelektroni-
schen Halbleiterchip 400 emittierte elektromagnetische Strah-
lung zumindest teilweise in elektromagnetische Strahlung ei-
ner anderen Wellenlange zu konvertieren. Falls der Trager 100
gemeinsam mit weiteren Tradgern 100 in einem Tragerverbund
hergestellt wird, so kann das Vergussmaterial bereits vor dem
Zerteilen des Tragerverbunds an der Oberseite des Tragerver-

bunds angeordnet werden.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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BEZUGSZEICHENLISTE
10 optoelektronisches Bauelement
100 Trager
101 Oberseite
102 Unterseite
200 Leiterrahmen
201 Oberseite
202 Unterseite
210 erster Leiterrahmenabschnitt
220 zwelter Leiterrahmenabschnitt
230 dritter Leiterrahmenabschnitt
300 Formkorper
301 Oberseite
302 Unterseite
310 Formmaterial
400 optoelektronischer Halbleiterchip
401 Vorderseite
402 Ruckseite
410 erste elektrische Kontaktflédche
420 zweite elektrische Kontaktflache
500 Kleber
510 erster Bonddraht
520 =zweiter Bonddraht
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PATENTANSPRUCHE

Optoelektronisches Bauelement (10)

mit einem Trager (100) und einem auf einer Oberseite
(101) des Tragers (100) angeordneten optoelektronischen
Halbleiterchip (400),

wobei der Trager (100) einen in ein Formmaterial (310)
eingebetteten ersten Leiterrahmenabschnitt (210) auf-
weist,

wobei eine Oberseite (201) des ersten Leiterrahmenab-
schnitts (210) an der QOberseite (101) des Tragers (100)
blindig mit dem Formmaterial (310) abschlielt,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (400) teilwei-
se auf der Oberseite (201) des ersten Leiterrahmenab-
schnitts (210) und teilweise auf dem Formmaterial (310)

angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 1,
wobei eine der Oberseite (101) des Tragers (100) zuge-
wandte Rickseite (402) des optoelektronischen Halbleiter-

chips (400) elektrisch isolierend ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemall Anspruch 2,
wobei der optoelektronische Halbleiterchip (400) als Sa-
phirchip oder als Dinnfilmchip ausgebildet ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (400) tber ei-
nen Bonddraht (510) elektrisch leitend mit dem ersten

Leiterrahmenabschnitt (210) verbunden ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der Trager (100) einen in das Formmaterial (310)
eingebetteten zweiten Leiterrahmenabschnitt (220) auf-
weist,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (400) tber ei-
nen Bonddraht (520) elektrisch leitend mit dem zweiten

Leiterrahmenabschnitt (220) verbunden ist.
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Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei der optoelektronische Halbleiterchip (400) mit ei-
nem Kleber (500) an der Oberseite (101) des Tragers (100)
befestigt ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 6,
wobel der Kleber (500) ein Silikon und/oder ein Epoxid

aufweist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der An-
spriche 6 und 7,
wobei der Kleber (500) einen eingebetteten Fiillstoff auf-

weist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,
wobel das Formmaterial (310) ein Silikon und/oder ein

Epoxid aufweist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der vor-

hergehenden Anspriche,
wobei das Formmaterial (310) einen eingebetteten Full-

stoff aufweist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der vor-

hergehenden Anspriche,
wobei das optoelektronische Bauelement (10) einen weite-
ren optoelektronischen Halbleiterchip (400) aufweist, der

auf der Oberseite (101) des Tragers (100) angeordnet ist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der vor-

hergehenden Anspriche,

wobei der erste Leiterrahmenabschnitt (210) an einer der
Oberseite (101) des Tragers (100) gegeniiberliegenden Un-
terseite (102) des Tragers (100) zuganglich ist.
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